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Die folgenden beiden Bachelorarbeiten sollen in enger Kooperation durchgefiihrt werden—
eine Bewerbung als Team ist moglich aber nicht erforderlich:
(1) Elektrische Charakterisierung von Annealing-Effekten in (GeTe),-(Sbh,Tes);.-Systemen

(2) Optische Charakterisierung von Annealing-Effekten in (GeTe),-(Sb,Tes):.x-Systemen

wechsel
Phasenwechselmaterialien (phase change materials = PCMs) Reset
sind bereits in wiederbeschreibbaren optischen Datentragern | ‘ e |_|

(z.B. Blu-ray disc) etabliert.

Mit auf PCMs basierenden elektrischen Speichern (PCRAMs)
kdnnten kiinftig die Vorteile von Flash und DRAM in einem
Speicher vereint werden [1,2]. Dabei rickt durch die Entwick- =1
lung rein elektrischer Speicher das Verstandnis der elektroni- ‘

Resigance

Tim
schen Transporteigenschaften in den Vordergrund.
-Ubergang in
Der elektrische Widerstand kristalliner Legierungen auf der 10’k Ge,Sb,Te,

Pseudo-Bindren Linie zwischen GeTe und Sb,Te; kann durch @1t
Ausheizen (,,annealen”) um mehrere Groflenordnungen redu-
ziert werden. Wie kiirzlich von unserer Gruppe mit einer de- g
taillierten Studie der optischen und elektrischen Eigen-
schaften von Ge;Sb,Te, gezeigt werden konnte [3], handelt es &
sich bei diesem Effekt um einen Ubergang von isolierendem 0 50 100 a0 200 250 300 3t0
zu metallischen Verhalten, der durch eine Reduktion der Un- Annealing temperature T (*C)
ordnung wahrend des Heizens ausgeldst wird.
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Ziel der oben genannten Bachelorarbeiten ist es, analog zum Vorgehen in [3] den Einfluss des
Ausheizens auf die beiden ebenfalls auf der Pseudo-Bindren-Linie liegenden Materialien
GesSh,Tes und GegSb,Te;; mittels detaillierter optischer (FT-IR, Ellipsometrie) und elektrischer
Messungen (Leitfahigkeit und Hall-Effekt) zu untersuchen, um genauere Riickschliisse auf die Be-
dingungen am Metall-Isolator-Ubergang ziehen zu kénnen. Die Probenpriparation mittels
Sputterdeposition, das Heizen der Proben sowie Rontgenmessungen (XRD, XRR) sollen von bei-
den Studenten gemeinsam durchgefiihrt werden.
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